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我々はミニマル装置群を用いて、デバイス作製を行っ

ているが、ウェハ表面状態の違いによるデバイス作製への

影響を調べることは、今後のミニマルファブプロセス開発

において重要である。 

１．概要（Summary） 

今回、ウェハ表面処理の違いによる表面粗さの差を調

べるため、条件の異なるハーフインチウェハ試料について、

NPF の原子間力顕微鏡を用いて、表面プロファイルを取

得したので、ここに報告する。 
 

A）未処理ウェハ（洗浄のみ） 
２．実験（Experimental） 

B)ミニマル Grinder 装置で研削後ウェハ 
C）ミニマル Grinder 装置での研削後にミニマル CMP
装置で研磨を施したウェハ 

上記 3 条件の試料を用意し、原子間力顕微鏡（島津製作

所社製 SPM-9700）を用い、A）B)C)の試料とも 500nm
×500nm のエリアを走査した。 

結果を Fig.1 に掲げる。左側に高さのトレース、右側に

位相のトレースが表示され、それぞれ A)B)C)の試料とも

測定画面のスクリーンショットで対比させる。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

B）が最も粗い。A）の未処理ウェハよりグラインダー後

に研磨を掛けた C)がもっとも表面は滑らかであった。我々

のミニマル CMP 装置の有効性が示された。 
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Fig.1 Surface profiles of A) ,B)and C) by 
AFM (SPM-9700). 

A) Bare wafer, 
B) After grinding by Minimal grinder 

machine, 
C) After polishing by Minimal CMP 

machine after process of B). 
After polishing the sample B) by 
Minimal CMP machine. 
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